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１．概要（Summary） 
α―IGZO はその高い導電性とキャリア易動度から、高

周波デバイスへの応用が期待されている。一方で、酸化

化合物半導体は一般的にその物性は不安定で、特に経

時的物性変化や印加電圧による特性の変化が問題とさ

れている。今回、東京工業大学が製膜したα―IGZO 膜

を用いて、東京工業大学、早稲田大学双方で並行して

MOSFETに組み上げ、その電気的特性（静特性および高

周波特性）を早稲田大学において計測し比較を行った。 

 
２．実験（Experimental） 
２．１主な使用装置 
・アネルバ社製スパッタ装置 SPC350 
・電子線描画装置エリオニクス社製 7700 
・長瀬産業社製高耐圧プローバ 
・カスケードマイクロテック社製高周波プローバ 
２．２実験方法 
Fig.1 に示すように、Si またはガラス基板上にα―

IGZO 薄膜を製膜し、この上に Al2O3薄膜をゲート絶

縁膜として製膜し、Ti-Au にてドレイン、ソース、ゲ

ートの配線を行い、MOSFET を作製した。作製した

MOSFET を、プローバを用いて各種電気特性を計測

した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig.２に今回作製した MOSFET の代表的な静特性を

示す。Fig.２では安定した特性に見えるが、繰返し測

定すると Fig.３に示す様に Ids 変動量が大きく、電気

デバイスとして現状では不安定であり、高周波特性は

計測できていない。今回の支援では両大学でデバイス

作製条件を変えて何回か試作を繰り返したが、結果的

にデバイスの不安定性は回避できず、高周波特性を計

測可能な MOSFET は得られなかった 
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Fig.2 Example of static characteristics. 

Fig.3 Example of Ids variation. 

Fig.1 Cross-sectional structure of α-IGZO MOSFET. 


